NPN-Transistoren fur NF-Treiberstufen und BCW 65
Schalteranwendungen BCW 66

BCW 65 und BCW 66 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren mit Plastikum-
hillung 23 A 3 DIN 41869 (SOT-23) fir NF-Treiberstufen und Schalteranwendungen
sowie universellem Einsatz. Sie eignen sich besonders fir Dick- und Dunnfilmschaltungen.
Beide Typen BCW 65 und BCW 66 werden durch den Buchstaben ,,E” gekennzeichnet,
der danebenstehende Buchstabe (A, B oder C fir den Typ BCW 65 und F, G, H, fir
den Typ BCW 66) gibt die jeweilige Stromverstirkung des Transistors an. Die Komple-
mentéartransistoren dazu sind BCW 67 und BCW 68.

Typ Stempel | Bestelilnummer 1*“:‘21*?5
BCW 65 A | EA Q62702-C457 = 348 o
BCW 65 B | EB Q62702~-C458 i g E
BCW 65 C | EC Q62702-C459 T = ¥
BCW 66 F | EF Q62702--C460 . E1)
BCW 66 G| EG Q62702-C461 L
BCW 66 H| EH Q62702--C462 '

Gewicht etwa 0,029 MaBe in mm
Grenzdaten BCW 65 BCW 66
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 60 75 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 45 \)
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5 5 \'
Kollektorstrom Ic 800 800 mA
Kollektor-Spitzenstrom (t << 10 ms) I¢pm 1 1 A
Basisstrom Iy 100 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C
Lagerternperatur Ts —55 bis +150 -55 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung
(Ty = 25°C) auf Glasfasersubstrat
(30%12x1,5 mm) Peot 3501) 3507) mwW
oder Keramiksubstrat {(30x12x1}

Warmewiderstand

Keramik (30x12x1 mm) Rinau
Glasfaser (30x12x1,5 mm) Rinsu

8 = 358 K/wW
8 = 368 K/W

A IA
ww
a o

1) Die zulissige Gesamtverlustleistung ist durch den jewsiligen einbaubedingten Wérmewiderstand gegeben,

N —Tu
mit Py, = max— U
= Runau
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BCW 65
BCW 66

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Die Transistoren BCW 65 und BCW 66 werden nach der statischen Stromverstarkung B
gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet.

B-Gruppe
fir BCW 65 A B C
fir BCW 66 F G H
Uee Ic B B B
"4 mA Ic/I;; Ic/Ia IC/IB
10 01 > 35 > b0 > 80
1 10 > 75 > 110 > 180
1 100 > 160 250 350
(100 bis 250)* (160 bis 400)* (250 bis 630)*
2 500 > 35 > 60 > 100
Sattigungsspannungen Ucgsat (V) l Uggeat (V)
Ic=100mA; Iz =10 mA 0.3 -
I =500 mA; Iz = 50 mA 0,7 <2

BCW 65 BCW 66
Kollektor-Emitter-Reststrom
(UCE =32V) ICES < 20 — nA*
(UCE =45 V) ICES —_ < 20 nA*
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uges =32V; Ty = 150°C) Ices < 20 — wA
(Uces =45 V; Ty = 150°C) ITcgs _ < 20 wA
Emitter-Basis-Reststrom
(UEBO =4 V) IEBO < 20 < 20 nA*
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (feceo = 10 mA) Uenriceo > 32 > 45 v*
Emitter-Basis-Durchbruch-
spannung (IEBO =10 lJ.A) U(BR)EBO >5 >5 \A
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (Ic = 10 pA) Uerces > 60 > 75 \

*) AQL = 0,66%
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BCW 65

BCW 66
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) BCW 65 BCW 66
Transitfrequenz (Ic = 20 mA;
Uce = 10V; =100 MHz) fr > 100 > 100 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
(Uego =10V; F=1 MHz) Ccso 8(<12)| 8(<12) | pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(Uggo = 0,5V; f=1 MHz) Ceso < 80 < 80 pF
RauschmaR (Ic = 0,2 mA; Ucg =5 V;
Rs =1kQ; f=1kHz) F 2(<10)| 2(<10) | dB
Schaltzeiten:
(Ic =150 mA; Igy = — Iz = 15 mA; toin < 100 < 100 ns
R_=150Q) taus < 400 < 400 ns
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BCW 65

BCW 66
r Zuléssi??)Impulsbelastbarkeit
Temperaturabhingigkeit der r = f (t); » = Parameter
zulassigen Gesamgvgrlus:tleistung K ffjhrJ&lasfasersubstrat 30x12x1,5 mm
Peor = (Ty) W + Keramiksubstrat 30x12x1 mm
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BCW 65
BCW 66

Stromverstiarkung B = f (I¢)
Uge = 1V; Ty = Parameter

[
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BCW 65
BCW 66

Ausgangskennlinien I = f (Ucg)
Ig = Parameter (Emitterschaltung)
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BCW 65

BCW 66
Sattlgungsspannung Ucgsat = F (I¢) Sattlgungsspannung Ugesar = f (Ic)
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